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Annexe 1 : liste classée des publications 
 
Remarque sur l’ordre des auteurs

1. Revues scientifiques avec comité de lecture 

 : pour toutes les publications issues de mon équipe et en l’absence de 
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doctorant) suivi des autres contributeurs par ordre alphabétique.  
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Eccleston et P.J. Rosser Editeurs, Adam Hilger, 1990, pp. 197–200. 

[C3] P. Nouet, P. Girard et B. Pistoulet, «Towards improvements on VLSI circuit reconfiguration», 
IEEE workshop on defect and fault tolerance in VLSI systems, Grenoble, 5–7 novembre 1990, 
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